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초 록: Plasma Electrolytic Oxidation(PEO)를 적용하여 두께 120㎛의 알루미늄 판에 Al2O3 산화피막을 형성하였다. 전해액의 
주성분 KOH 와 Na2SiO3에 Na3P2O7, H3PO4의 첨가제를 넣어 산화피막을 분석하였다. 첨가제 Na3P2O7 을 넣었을 때 치밀한 
구조를 갖는 산화피막이 형성됨을 알 수 있었다. 특히 KOH, Na2SiO3, Na3P2O7의 비율이 5:5:2 일때 가장 치밀하고 균질한 
구조를 갖는 산화피막이 형성되었다.  

1. 서론 

플라즈마 전해산화는 밸브금속을 양극으로 하고 고전압, 고전류의 펄스 또는 교류를 인가하여 금속표면에 양극산화피막을 
형성시키는 기술이다. 플라즈마 전해산화는 기존의 화학 또는 전기화학적 방법보다 고경도, 내부식성, 내전압성 등의피막
성능이 월등히 우수하며, 큰 장점으로는 환경 친화적이고, 안전하고, 간단한 전처리로 조작이 간편하다. 하지만 산화피막 
내부에 존재하는 균열들로 부식이 빠르게 시작되어 내부의 균열발생을 최소화 할 수 있는 공정기술의 개발이 필요한 실정
이다.

2. 본론  

본 연구에서는 알루미늄 판 (두께 120㎛)에 Plasma Electrolytic Oxidation System을 이용하였다. 전해액의 주성분으로는 
KOH, Na2SiO3 를 사용하였고, 첨가제로는 Na3P2O7, H3PO4를 사용하였다. Plasma 발생전원은 Amplitude modulated AC 방식
을 채택하였다. 첨가제로 Na3P2O7, H3PO4를 넣은 전해액의 산화피막에 대하여 SEM을 통해 표면을 분석하였다. 치밀하고 
균질한 구조를 갖는 KOH, Na2SiO3, Na3P2O7를 포함하는 전해액에 대하여 성분비 5:5:1.5, 5:5:2, 5:10:2, 5:10:2.5로 비교 실험 
하였다.

3. 결론  

전해액의 주성분 KOH, Na2SiO3에 첨가제를 각각  Na3P2O7, H3PO4를 넣어 실험하였고, Na3P2O7를 첨가제로 넣은 전해액에서 
치밀한 구조를 갖는 산화피막이 형성되었다. 산화피막의 품질을 개선하기 위해 PEO 공정 전해액 의 KOH, Na2SiO3, 
Na3P2O7의 성분비를 변화시켜 실험한 결과 성분비가 5:5:2일 때 표면 다공성과 계면 밀착력이 우수하였다. 이러한 박막을 
RF 커넥터나 자동차 절연관 등의 분야에 효과적으로 응용될 수 있을 것으로 기대된다. 
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